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REFERAT

FeGaSs kristalmin miixtalif  temperatur vo tezliklordo
dielektrik niifuzlugunun hoaqiqi vo xoyali hissosi todqid
edilmigdir. Miloyyon edilmisdir ki, temperatur yiiksoldikco
dielektrik niifuzlugunun artmast osasen yiikdastyicilarm
konsentrasiyasinin artmast ilo baghdir. Todqiq olunan
temperaturlarda  dielektrik niifuzlugunun xoyali hissasi
tezliklo tors miitonasib olaraq azalr. Bu kristal Ucln
aktivlogmo enerjisi hesablanmig vo AE;=0,13+0,03eV va
AE>=0,20+0,14eV qiymatlori tapilmisdir. FeGaySs kristalinda
relaksasiya miiddoati hesablanmig vo istilik horokati ilo
sortlonon  elektron polyarizasiya mexanizminin olmasi
miioyyan edilmigdir.

Son illar geyri-adi fiziki xassolari va praktik
totbiglori sayesindo d vo f tabagoleri tamamils dol-
mayan elementlor daxil olan iiclii xalkogenit bir-
losmalor intensiv todqgiqatlarin obyektino ¢evril-
misdir. Bu birlosmolar igarisindo miiasir yarimke-
ciricilor elektronikasimin funksional imkanlarini
geniglondiron osas monbalordon biri kimi AB2X4
(A: Mn, Fe, Co, Ni; B-Ga, In; X: S, Se, Te) tipli
birlosmalori gostarmak olar[1-10]. Bu birlosmalor
miixtalif toyinath elektron qurgularin yaradilmasi
Uctin perspektivlidir. Hal-hazirki isdo geyd edilon
birlosmolor sinfino aid FeGaySy kristalinin dielekt-
rik niifuzlugunun dayison elektrik carayaninin tez-
liyindon vo temperaturdan asilihig1 todqiq edilmis-
dir. FeGaSs-Uin bazi elektrofiziki xassalori [2,8,11-
13] islorindo Oyronilmisdir. FeGaySs kristali stexio-
metrik miqdarda yiiksok tomizlikli elementlordon
(99,99) alinmigdir. Rentgenoqrafik todgiqatlar
naticasindo Miiayyan edilmisdir ki, FeGaxSs kristal
qofas parametrlori a=3,67 vo ¢=12,07A olan trigo-
nal (o-Fe2GazSs) qurulusa malikdir [14]. Elektrik
tutumunu 6lgmok tigilin qalinligi ~0,5mm olan

kristal 16vhalora glimiis pastasi vuraraq kondensa-
torlar hazirlanmus vo dlgiilmaler E7-20 (25+10°Hz)
ragamli immetans 6l¢ii cthazinin komayi ilo aparil-
misdir.  Nimunayo 1V 06lgmo  gorginliyi
verilmisdir.

Sakil 1-do FeGaSs {iglin miixtolif tempera-
turlarda dielektrik niifuzlugunun hoqiqi hissasinin
tezlikdon asililiq qrafiki verilmisdir. Buradan goru-
nir ki, 294+380K temperatur intervalinda
10%+2-10°Hz tezlik oblastinda tezlik artdiqca €'
azalir. 2-10°Hz tezlikdon baslayaraq € tezlik
yiiksaldikca artir. 359K temperaturdan baslayaraq
3-10°:5-10°Hz tezlik oblastinda ovvalco €' sabit
galir, sonra iso temperatur artdiqca yavas-yavas
azalir. Tadqiq olunan tezliklords iso temperatur
yiiksoldikco €-nin artmasi miisahido edilir. Bunu
bels izah etmok olar: molumdur ki, dielektrik vo
yarmmkegiricinin elektrik kegiriciliyi yiiksok olarsa
paralel dovro ilo birloson zaman €' asagidaki
diisturla xarakterizo olunur [15]
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burada =24 dairovi tezlik, tgo dielektrik itki Sakildon goriiniir ki, tadqiq olunan tempera-
bucagidir. turlarda 10*:2-10°Hz tezlik intervalinda tezlik art-
diqca g" siiratlo azalr. 2-10°+5-10°Hz tezliklorinda
iso €" demak olar ki, sabit qalir.

&'~F(f) va &"~F(f) asihiliglarindan goriiniir ki,
miixtolif temperaturlarda har iki asililiq iigiin oyri-
lorin xarakterlori bir-birino banzass do asagi tezlik-
lordos €" tezlikdon asili olaraq daha siiratlo azalir vo
tgs ~ F(f) [13] asililigina daha ¢ox oxsayir.

Saokil 3-do FeGapSs kristalinda miixtalif tez-
liklordo dielektrik niifuzlugunun hoqiqi hissasinin
temperaturdan asililiq qrafiki tosvir edilmisdir. So-
Kildon goriiniir ki, tadqiq olunan maddads termik

pr) L ]
e 0 fHz " aktivlosmo ilo €-in  artimu  miisahido edilir.
Sakil 1 294+380K temperatur intervalinda vo 10*:5.10°
FeGapS, kristalt lictin miixtolif temperaturlarda Hz tezliklordo dielektrik niifuzlugunun haqigi
dielektrik niifuzlugunun haqiqi hissasinin elektrik . . . . . . . .
sahosinin tezliyindon ashilig:. T, K: hlss?s1n1n 91}/11191:1 _24072000 haddindo doyisir.
1-294, 2-314, 3-334, 4-349, 5-359, 6-369, 7-379. Sokilden gorundr ki, ¢gs’~10°/T asiihigt miix-

tolif meyllora malik iki diiz xstdon ibaratdir. Asag
Yarmkegiricilordo elektrik kegiriciliyi tem-  temperaturlu vo yiiksok temperaturlu oblastlarda
peratur artdiqca osason yiikdagtyicilarm konsentra-  tezlik artdigca oyrilorin  meylliliyi azalir. Bu
Siyasimin artmasi hesabina artir. Diisturdan goriin-  meyllordon tapilmus aktivlosmo enerjilori do hom-
dityl kimi dielektrik niifuzlugu o ilo diiz miitona-  ¢inin uygun olaraq 0,13+0,03eV vs 0,20+0,14eV
sibdir vo tgd temperaturdan asili olaraq zoif doyi-  intervalinda azalir.
sir. Ona goro do temperatur artdiqca G artir vo ona
uygun €-da artir. Demali, temperatur yiiksoldikco
dielektrik niifuzlugunun artmasi osason yiikdasty1-
cilarin konsentrasiyasinin artmast ilo baglidir. 3
Sokil 2-do FeGa,Ss kristall tigiin 294+369K 10
temperatur intervalinda dielektrik niifuzlugunun
xayali hissesinin (") tezlikdon asililiq qrafiki tosvir

edilmisdir. w
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1 2 NN\ Sokil 3
e N —— FeGayS, kristali iiglin elektrik sahoasinin miixtolif
o4 p—— e —_ tezliklorindo dielektrik niifuzlugunun haqiqi hissasinin
35 a5 65 oMz ©5 temperaturdan ashiligi. f, Hz:

. 1-10%, 2- 2-10% 3-5-10%, 4-10°, 5-2-10°.
Sokil 2

FeGayS, kristah ticlin mixtolif temperaturlarda . o - .
dielektrik niifuzlugunun xoyali hissosinin elektrik Malumdur ki, dielektrik niifuziugunun hagi-

sahosinin tezliyindon asliligi. T, K: qi vo xayali hissasi tigiin Debay tonliklori asagidaki
1-294, 2- 314, 3-334, 4-349, 5-359, 6-369. kimidir [16]
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(2) va (3) ifadalorindoki €' va £"-in tempera-
tur asilih@r todqiq olunan maddolorin relaksasiya
muddatinin (t) va elektrik kegiriciliyinin (o) tem-
peratur asililigindan toyin olunur. €' va g"-in tezlik
asililig1 elektrik kegiriciliyin mexanizmindan asili
olur (Kegiriciliyin zona mexanizmi zamani
o#o(w) vo sigrayly mexanizmi zamani iso

o =o(w) olur).

Keyfiyyat torafdon €' vo €"-in temperatur vo

tezlik asililiglarina nozar yetirok. Forz edok todqiq

olunan material kegirici dielektrik vo pis kegiron

yarimkegiricidir. Onda asag1 tezlikli oblast iiciin

(owr <<1) (2) va (3) ifadslorindon alariq
&'=¢g, =const

(4)
()

g'=(e,—¢,)or+
Y0,

(4)-don goriiniir ki, asagi tezlikli oblastda
haqiqi dielektrik niifuzlugu (€') sabit olur vo statik

dielektrik niifuzluguna (&) barabar olur.

Dielektrik niifuzlugunun xayali hissasi (5)
ifadasinin II haddins gors tezlik artdiqca azalmali-
dir. Dielektrik niifuzlugunun xayali hissosinin
doyison corayanin tezliyindon asililiglarnin tadqiqi
naticasindo (Sokil 2) askara ¢ixarilmigdir ki, asagt
tezliklords tezlik artdiqca €'-in biitiinliiklo azalmasi
bas verir.

Debay tonliklorinin toqribiliyina baxmaya-
raq onlardan relaksasiya miiddotinin qiymatini
hesablamagq olar. Dogrudan da (4) vo (5)-do sado
cevrilmolor aparmagla almaq olar
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(6) ifadasindon goriiniir ki, €, yiiksok tezlik-
li dielektrik niifuzlugunun qiymatini vo t relaksa-

siya miiddatini £'=f(¢"/®w) asililigindan alinan diiz
xottin ordinat oxu ilo kesismosindon vo bu diiz

xattin tangens bucagidan toyin etmok olar. Otaq
temperaturunda  €=f(¢"/®w) tocriibi  asililigt
FeGaxSs kristali glin Sakil 4-do gostorilmisdir.
Sakildon goriiniir ki, £=f(¢"/w) asiiliginda biitov-
likdo xottilik miigahido olunur. Bu asililig-
dane,vo t-nin qiymotlori hesablanmisdir vo

&, =243, 1=6-10"san borabar olur.
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Sokil 4
FeGayS, kristal ticlin otaq temperaturunda
€ ~ f(e"/w) ashilig1.

Relaksasiya miiddotini bilmoklo bu birlos-
madas polyarizasiya mexanizmi haqqinda fikir soy-
lomoak olar. Malumdur ki, istilik harakati ilo sartlo-
non elektron polyarizasiyasi zamam relaksasiya
miiddeti 10+107 saniyaya borabor olur. FeGazSs
kristalinda polyarizasiya zaman relaksasiya miid-
doti 6-10san. qiymetini alir. Bu da istilik horokoti
ilo sortlonan elektron polyarizasiyasina uygun go-
lir. Bu polyarizasiya mexanizmi bark dielektriklor
Uctn xarakterikdir [16].

Beloliklo, isdo FeGazSs kristalinin miixtolif
temperatur vo tezliklorde dielektrik niifuzlugunun
haqiqi vo xayali hissesi tadqid edilmisdir. Miioy-
yan edilmisdir ki, temperatur yiiksoldikco dielekt-
rik niifuzlugunun artmasi osason yiikdastyicilarin
konsentrasiyasinin artmasi ilo baghdir. Tadgiq olu-
nan temperaturlarda FeGazS4 kristalinin dielektrik
niifuzlugunun xoyali hissosi tezliklo tors miitonasib
olaraq azalir. Bu kristal iiciin aktivlosmo enerjisi
hesablanmis ) AFE1=0,13+0,03eV )
AE2=0,20--0,14eV qiymatlori tapilmigdir. FeGazxS4
kristalinda relaksasiya miiddoti hesablanmig vo is-
tilik horokati ilo sortlonon elektron polyarizasiya
mexanizminin olmasi miioyyon edilmisdir.
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DEPENDENCE OF DIELEKTRIK CONSTANT OF CRISTALS FeGa2Ss ON FREQUENCY OF ALTERNATING
ELECTRIC CURRENTS AND TEMPERATURE

N.N.NIFTIYEV, FM. MAMMADOV

The real and imaginary part of the dielectric constant of FeGa,S, crystals at various temperatures and frequencies has been
studied. It was found that as temperature gets higher, increase of dielectric influence was mainly connected to rise of concentra-
tion of charge carriers. The imaginary part of the dielectric influence gets lower inversely proportionally in the studied tempera-
tures soon. The activation energy for these crystals has been calculated and AE;= 0,13+0,03eV va AE;= 0,20+0,14 eV values
found. The reaction term has been calculated in FeGa,Ssand electronic polarization mechanism conditioned by heating move was
determined in this crystal.
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3ABUCUMOCTH JAJIEKTPUYECKON MPOHUIIAEMOCTH KPUCTAJIOB FeGa:S:OT YACTOTBI
INEPEMEHHOI'O TOKA U TEMIIEPATYPBI

HHHUPTHUEB, ®.M.MAMEJIOB

[puBeneHsI pe3yNbTaThl KCCIE0BAHMS JEHCTBUTEILHOM 1 MHUMOHN YacTH JIM3JIEKTPHYECKOH TIPOHUIIAEMOCTh KpUCTAIT-
n0B FeGa,Ss 1py pa34HBIX YacToTax U TeMIeparypax. Y CTaHOBJIEHO, YTO POCT JMAJIEKTPUUYECKON POHNIIAEMOCTH CBSI3aH C
POCTOM KOHLICHTPALMK HOCHTENeH TOKa IIPH BO3pacTaHHK TeMrieparypbl. [Ipu necieqyeMpIx TeMIepaTypax MHAMAs 4acThb JIu-
ANEKTPHYIECKON TPOHHUITAEMOCTH KpHCTaioB FeGaySs yMeHbIaeTes 00paTHO IPOTIOPIMOHATEHO € YacTOTOW. J{ist A THX Kpu-
CTAJUIOB paccYnTaHa SHeprys akTuBarmy 1 HaiaeHo 3HadeHne AE1=0,13+0,033B u AE»=0,20+0,145B. J{ns FeGa,S4 paccuna-
HO BpeMsI PeJlaKCalliy ¥ YCTAHOBJICHO, YTO B 9TOM KpPHCTaJlIe HAOIIOIACTCS MEXaHU3M SJIEKTPOHHOM MOJISIpU3aLHH, 00y CIIOB-
JICHHAsI TEIUIOBBIM JIBH)KCHUEM.
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